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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行列状に配置された複数の画素を備える表示装置の駆動方法であって、
　前記表示装置は、
　電源線と、
　前記複数の画素の列毎に設けられたデータ線とを備え、
　前記複数の画素のそれぞれは、
　供給された電流に応じて発光する発光素子と、
　前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間に接続されたスイッチングトラン
ジスタと、
　前記駆動トランジスタのゲートとソース又はドレインとの間に接続された保持容量とを
備え、
　前記電源線は、前記複数の画素の前記駆動トランジスタのドレイン又はソースに接続さ
れ、第１電位と、前記第１電位より低い第２電位とに選択的に設定され、
　前記データ線は、画素信号に応じた信号電位を含む複数の電位に選択的に設定され、
　前記表示装置の駆動方法は、
　前記発光素子に電流を供給することで、前記発光素子を発光させる発光ステップと、
　前記保持容量と前記発光素子の寄生容量との少なくとも一方の電荷をリセットするリセ
ットステップと、
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　前記駆動トランジスタのゲート－ソース間に逆バイアス電圧を印加する逆バイアス印加
ステップとを含み、
　前記リセットステップは、前記発光ステップと前記逆バイアス印加ステップとの間で実
行され、
　前記発光ステップでは、前記電源線を前記第１電位に設定することで、前記発光素子に
前記電源線から前記駆動トランジスタを介して前記電流を供給し、
　前記リセットステップでは、前記電源線が前記第２電位に設定され、かつ、前記データ
線がリセット電位に設定された状態で前記スイッチングトランジスタを導通させることで
、前記データ線から前記リセット電位を前記駆動トランジスタのゲートに供給して前記駆
動トランジスタを導通させ、前記保持容量及び前記寄生容量の少なくとも一方の電荷を前
記電源線に放出させ、
　前記逆バイアス印加ステップでは、前記電源線が前記第２電位に設定され、かつ、前記
データ線が逆バイアス電位に設定された状態で前記スイッチングトランジスタを導通させ
て、前記駆動トランジスタのゲートに前記逆バイアス電位を供給することで、前記逆バイ
アス電圧を印加し、
　前記リセット電位は、前記信号電位とは独立して予め定められた電位であり、
　前記データ線には、前記複数の画素の行毎の前記信号電位が、１水平期間毎に順に設定
され、
　連続する２水平期間はそれぞれ、前記データ線に前記信号電位が設定される第１期間を
含み、
　前記２水平期間の一方は、さらに、前記データ線に前記リセット電位が設定される第２
期間を含み、
　前記２水平期間の他方は、さらに、前記データ線に前記逆バイアス電位が設定される第
３期間を含む
　表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　行列状に配置された複数の画素を備える表示装置の駆動方法であって、
　前記表示装置は、
　電源線と、
　前記複数の画素の列毎に設けられたデータ線とを備え、
　前記複数の画素のそれぞれは、
　供給された電流に応じて発光する発光素子と、
　前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間に接続されたスイッチングトラン
ジスタと、
　前記駆動トランジスタのゲートとソース又はドレインとの間に接続された保持容量とを
備え、
　前記電源線は、前記複数の画素の前記駆動トランジスタのドレイン又はソースに接続さ
れ、第１電位と、前記第１電位より低い第２電位とに選択的に設定され、
　前記データ線は、画素信号に応じた信号電位を含む複数の電位に選択的に設定され、
　前記表示装置の駆動方法は、
　前記発光素子に電流を供給することで、前記発光素子を発光させる発光ステップと、
　前記保持容量と前記発光素子の寄生容量との少なくとも一方の電荷をリセットするリセ
ットステップと、
　前記駆動トランジスタのゲート－ソース間に逆バイアス電圧を印加する逆バイアス印加
ステップとを含み、
　前記リセットステップは、前記発光ステップと前記逆バイアス印加ステップとの間で実
行され、
　前記発光ステップでは、前記電源線を前記第１電位に設定することで、前記発光素子に
前記電源線から前記駆動トランジスタを介して前記電流を供給し、
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　前記リセットステップでは、前記電源線が前記第２電位に設定され、かつ、前記データ
線がリセット電位に設定された状態で前記スイッチングトランジスタを導通させることで
、前記データ線から前記リセット電位を前記駆動トランジスタのゲートに供給して前記駆
動トランジスタを導通させ、前記保持容量及び前記寄生容量の少なくとも一方の電荷を前
記電源線に放出させ、
　前記逆バイアス印加ステップでは、前記電源線が前記第２電位に設定され、かつ、前記
データ線が逆バイアス電位に設定された状態で前記スイッチングトランジスタを導通させ
て、前記駆動トランジスタのゲートに前記逆バイアス電位を供給することで、前記逆バイ
アス電圧を印加し、
　前記リセット電位は、他の行の前記信号電位である
　表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　前記電源線には、さらに、前記第１電位より低く、前記第２電位より高い第３電位が選
択的に設定され、
　前記表示装置の駆動方法は、さらに、
　前記電源線が前記第２電位に設定され、かつ、前記データ線が他の行の前記信号電位に
設定された状態で、前記スイッチングトランジスタを導通させて、前記駆動トランジスタ
のゲートに前記他の行の前記信号電位を供給することで、前記駆動トランジスタを導通さ
せた後、前記駆動トランジスタを導通させた状態で、前記電源線を前記第３電位に設定す
ることで、前記駆動トランジスタのソース及びドレインを前記第３電位に設定する書込み
準備ステップと、
　前記電源線が前記第３電位に設定され、かつ、前記データ線が当該画素に対応する前記
信号電位に設定された状態で、前記スイッチングトランジスタを導通させることで、前記
保持容量に信号電圧を書込む書込みステップとを含む
　請求項２に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記データ線は、１水平周波数の２倍の周波数で駆動される
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記発光ステップと、前記リセットステップと、前記逆バイアス印加ステップとが、複
数行において同時に実行される
　請求項４に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記表示装置の駆動方法は、さらに、前記逆バイアス印加ステップの後に前記駆動トラ
ンジスタの閾値電圧を検出する閾値検出ステップを含む
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記逆バイアス電圧は、対応する画素に供給される信号電圧に基づいて決定される
　請求項１～６のいずれか１項に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光素子を用いた表示装置として、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を用いた表示装置が知られている。有機ＥＬ素子を用いた有機Ｅ
Ｌ表示装置は、液晶表示装置に必要なバックライトが不要で装置の薄型化に最適である。
また、視野角にも制限がないため、次世代の表示装置として実用化が期待されている。
【０００３】
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　有機ＥＬ表示装置などのアクティブマトリクス型の表示装置は、複数の画素が行列状に
配置されている。画素は、有機ＥＬ素子と、画素信号に応じた駆動電流を有機ＥＬ素子に
供給する駆動トランジスタとを有する。
【０００４】
　駆動トランジスタとしては、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ）が用いられる。ＴＦＴでは、通電時のゲート－ソース間電圧などのスト
レスにより、ＴＦＴの閾値電圧が経時的にシフトする。閾値電圧の経時的なシフトは、有
機ＥＬ素子への供給電流量の変動の原因となるため、表示装置の輝度制御に影響し、表示
品質を悪化させる。
【０００５】
　これに対して、例えば、特許文献１には、非発光期間に映像信号に対応した逆バイアス
電圧を印加することで、駆動トランジスタの閾値電圧の変動を抑制する構成が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１６８９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の構成では、有機ＥＬ素子の電気的特性のばらつき又
は駆動トランジスタの寄生容量の影響を受けて、適切な逆バイアス電圧が印加されないと
いう課題がある。このため、例えば、逆バイアス電圧が小さすぎる場合は、発光期間に生
じた駆動トランジスタの閾値電圧の変動を十分に抑制することができない。逆に、逆バイ
アス電圧が大きすぎる場合は、駆動トランジスタの閾値電圧を逆方向にシフトさせてしま
い、閾値電圧の変動を抑制することができない。
【０００８】
　そこで、本開示は、より高精度にトランジスタの閾値電圧の経時変動を抑制することが
できる表示装置及びその駆動方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本開示に係る表示装置の駆動方法は、行列状に配置された複
数の画素を備える表示装置の駆動方法であって、前記複数の画素のそれぞれは、供給され
た電流に応じて発光する発光素子と、前記発光素子に電流を供給する駆動トランジスタと
、前記駆動トランジスタのゲートとソース又はドレインとの間に接続された保持容量とを
備え、前記表示装置の駆動方法は、前記発光素子に電流を供給することで、前記発光素子
を発光させる発光ステップと、前記保持容量と前記発光素子の寄生容量との少なくとも一
方の電荷をリセットするリセットステップと、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間
に逆バイアス電圧を印加する逆バイアス印加ステップとを含み、前記リセットステップは
、前記発光ステップと前記逆バイアス印加ステップとの間で実行される。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、より高精度にトランジスタの閾値電圧の経時変動を抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置の概要構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の回路構成を示す回
路図である。
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【図３】図３は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の低階調発光時の動
作を示すタイミングチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の低階調発光時
の動作を示す状態遷移図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の低階調発光時
の動作を示す状態遷移図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の高階調発光時の動
作を示すタイミングチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の高階調発光時
の動作を示す状態遷移図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置における画素の高階調発光時
の動作を示す状態遷移図である。
【図７】図７は、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図８Ａ】図８Ａは、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示す状
態遷移図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示す状
態遷移図である。
【図９】図９は、実施の形態３に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図１０】図１０は、実施の形態４に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示すタ
イミングチャートである。
【図１１Ａ】図１１Ａは、実施の形態４に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示
す状態遷移図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、実施の形態４に係る有機ＥＬ表示装置における画素の動作を示
す状態遷移図である。
【図１２】図１２は、実施の形態５に係る有機ＥＬ表示装置における画素の高階調発光時
の動作を示すタイミングチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態５に係る有機ＥＬ表示装置における画素の低階調発光時
の動作を示すタイミングチャートである。
【図１４】図１４は、本開示の表示装置を内蔵した薄型フラットテレビの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳
細な説明は省略する場合がある。例えば、すでによく知られた事項の詳細説明、及び、実
質的に同一の構成に対する重複説明などを省略する場合がある。これは、以下の説明が不
必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１３】
　なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面及び以下の説明を提
供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するも
のではない。例えば、以下の実施の形態で示される数値、構成要素、構成要素の配置位置
及び接続形態などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の
形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素
については、任意の構成要素として説明される。
【００１４】
　また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、同じ構成部材については同じ符号を付している。
【００１５】
　（実施の形態１）
　［１．有機ＥＬ表示装置］
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　まず、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成について、図１及び図２を用いて説
明する。図１は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１の概要構成を示すブロック図で
ある。図２は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の回路構成を示す
回路図である。
【００１６】
　図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１は、表示領域２と制御部３とを備える。表示領
域２には、後述する画素４が行列状に配置されている。制御部３は、表示領域２に配置さ
れた複数の画素４に対する種々の制御を行う。制御部３は、図１に示すように、タイミン
グ制御回路５と、走査線駆動回路６と、データ線駆動回路７と、電圧制御回路８とを備え
る。
【００１７】
　タイミング制御回路５は、例えば、走査線駆動回路６と、データ線駆動回路７と、電圧
制御回路８との同期、及び、１フレーム毎の有機ＥＬ表示装置１の動作のタイミング制御
等を行う。
【００１８】
　走査線駆動回路６は、タイミング制御回路５からの制御信号に基づいて、表示領域２の
スキャン線６０を駆動する。例えば、走査線駆動回路６は、ゲートドライバＩＣである。
具体的には、走査線駆動回路６は、垂直同期信号及び水平同期信号に基づいて、各画素４
に、スキャン信号を行毎に出力する。スキャン信号は、スキャン線６０に出力され、接続
先のスイッチングトランジスタ４３（図２参照）の導通及び非導通を制御するために用い
られるパルス信号である。
【００１９】
　データ線駆動回路７は、タイミング制御回路５からの制御信号に基づいて、表示領域２
のデータ線７０を駆動する。例えば、データ線駆動回路７は、ソースドライバＩＣ（デー
タドライバＩＣ）である。具体的には、データ線駆動回路７は、水平同期信号に基づいて
、各画素４に、当該画素の輝度を示す画素信号を出力する。画素信号は、データ線７０に
出力され、接続先の画素４の輝度を指示するために用いられる。
【００２０】
　電圧制御回路８は、表示領域２に各種電源電圧を供給する。各種電源電圧とは、図２に
示す画素例では、Ｖｔｆｔ及びＶｅｌであり、それぞれ電源線８０及び８１（図１には示
していない）を介して各画素４に供給される。なお、電圧制御回路８は、例えば、ゲート
ドライバＩＣ又はデータドライバＩＣに組み込まれていてもよい。
【００２１】
　なお、有機ＥＬ表示装置１は、例えば、図示しないが、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、制御プログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶媒体、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）などの作業用メモリ、及び、通信回路を有するとしてもよい。例えば、画素信号は、例
えば、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより生成されてもよい。
【００２２】
　［２．画素の回路構成］
　次に、画素４の回路構成について、図２を用いて説明する。
【００２３】
　画素４は、有機ＥＬ素子４０と、駆動トランジスタ４１と、保持容量４２と、スイッチ
ングトランジスタ４３とを備える。また、画素４には、スキャン線６０と、データ線７０
と、電源線８０と、電源線８１とが接続されている。データ線７０を介して供給された画
素信号に応じた電圧（すなわち、信号電圧）に対応する輝度で有機ＥＬ素子４０が発光す
る。
【００２４】
　有機ＥＬ素子４０は、供給された電流に応じて発光する発光素子の一例である。具体的
には、有機ＥＬ素子４０は、駆動トランジスタ４１から供給される電流量に応じた輝度で
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発光する。有機ＥＬ素子４０は、カソードが電源線８１に接続され、アノードが駆動トラ
ンジスタ４１のソースに接続されている。
【００２５】
　駆動トランジスタ４１は、有機ＥＬ素子４０に電流を供給する。例えば、駆動トランジ
スタ４１は、有機ＥＬ素子４０への電流の供給量を制御する電圧駆動型の駆動素子であり
、有機ＥＬ素子４０に電流を流すことで有機ＥＬ素子４０を発光させる。
【００２６】
　具体的には、駆動トランジスタ４１のドレインは、電源線８０に接続され、ゲートはス
イッチングトランジスタ４３を介してデータ線７０に接続されている。また、駆動トラン
ジスタ４１のゲートは、保持容量４２の第１電極に接続され、ソースは保持容量４２の第
２電極及び有機ＥＬ素子４０のアノードに接続されている。
【００２７】
　なお、本実施の形態では、後述する発光期間と容量リセット期間とでは、駆動トランジ
スタ４１のソースとドレインとが入れ替わる。すなわち、発光期間では、駆動トランジス
タ４１の電源線８０側の端子がドレインで、電源線８１側の端子がソースであるのに対し
て、容量リセット期間では、駆動トランジスタ４１の電源線８１側の端子がドレインで、
電源線８０側の端子がソースになる。ただし、説明を簡単にするため、以下では、駆動ト
ランジスタ４１の電源線８０側の端子をドレイン、電源線８１側の端子をソースとして説
明する。他の実施の形態でも同様である。
【００２８】
　駆動トランジスタ４１は、保持容量４２に保持された電圧に応じた電流量で、有機ＥＬ
素子４０に電流を流すことができる。つまり、有機ＥＬ表示装置１は、発光動作によって
、保持容量４２に保持された電圧に応じた輝度で有機ＥＬ素子４０を発光させることがで
きる。
【００２９】
　ここで、駆動トランジスタ４１の閾値電圧は、駆動トランジスタ４１が設けられたＴＦ
Ｔ基板形成時の初期的な分布及び経時的な閾値電圧シフトなどによって画素４毎にばらつ
くことがある。このばらつきによる影響は、逆バイアス電圧を印加することによって抑制
することができる。具体的には、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に、信号電圧
とは極性の異なる逆バイアス電圧を印加する。本実施の形態では、信号電圧は、０～１０
Ｖの範囲の正バイアス電圧であるので、逆バイアス電圧は、負バイアス電圧（例えば、－
１０Ｖ）である。
【００３０】
　なお、逆バイアス電圧の印加動作の詳細については、後で説明する。
【００３１】
　保持容量４２は、駆動トランジスタ４１のゲートとソースとの間に接続されている（保
持容量４２には閾値電圧だけでなく、逆バイアス電圧や画像信号電圧も保持される）。具
体的には、保持容量４２の第２電極は、駆動トランジスタ４１のソース（電源線８１側）
と有機ＥＬ素子４０のアノードとが接続されたノードに接続されている。保持容量４２の
第１電極は、駆動トランジスタ４１のゲートに接続されている。また、保持容量４２の第
１電極は、スイッチングトランジスタ４３を介してデータ線７０と接続されている。
【００３２】
　スイッチングトランジスタ４３は、駆動トランジスタ４１のゲートとデータ線７０との
間に接続されたスイッチの一例である。スイッチングトランジスタ４３は、画素信号を供
給するためのデータ線７０と保持容量４２の第１電極（すなわち、駆動トランジスタ４１
のゲート）との導通及び非導通を切り換える。
【００３３】
　具体的には、スイッチングトランジスタ４３は、ドレイン及びソースの一方がデータ線
７０に接続され、ドレイン及びソースの他方が保持容量４２の第１電極に接続され、ゲー
トがスキャン線６０に接続されている。言い換えると、スイッチングトランジスタ４３は
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、データ線７０を介して供給された画素信号に応じた電圧（すなわち、信号電圧）を保持
容量４２に書込むための機能を有する。
【００３４】
　スキャン線６０は、表示領域２において、複数の画素４の行毎に設けられている。スキ
ャン線６０は、走査線駆動回路６に接続され、スイッチングトランジスタ４３の導通及び
非導通を切り替えるためのスキャン信号が伝達される。
【００３５】
　データ線７０は、表示領域２において、複数の画素４の列毎に設けられている。つまり
、データ線７０は、複数の画素４の列毎に、当該列に配置された画素４に接続されている
。例えば、第ｍ列のデータ線７０は、第ｍ列の複数の画素４のスイッチングトランジスタ
４３に接続されている。
【００３６】
　データ線７０は、画素信号に応じた信号電位を含む複数の電位に選択的に設定される。
本実施の形態では、データ線７０は、信号電位と、リセット電位と、逆バイアス電位とに
選択的に設定される。
【００３７】
　信号電位は、画素４の輝度の応じた電位であり、保持容量４２の第１電極（すなわち、
駆動トランジスタ４１のゲート）に供給される電位である。なお、画素４の輝度は、保持
容量４２に書込まれる信号電圧に応じて決まる。したがって、信号電位は、画素４の輝度
に応じた信号電圧を基準電位に加えた値に設定される。なお、基準電位は、電源線８０に
設定される第２電位（後述する）である。
【００３８】
　リセット電位は、駆動トランジスタ４１を導通させるための電位である。本実施の形態
では、リセット電位は、信号電位とは独立して予め定められた電位である。具体的には、
リセット電位は、駆動トランジスタ４１の閾値電圧（例えば、２Ｖ）より高い電圧を基準
電位に加えた値である。
【００３９】
　逆バイアス電位は、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に逆バイアス電圧を印加
するための電位である。具体的には、逆バイアス電位は、基準電位よりも低い電位である
。例えば、逆バイアス電位は、信号電位の最低値よりも低い電位であり、負の電位である
。
【００４０】
　電源線８０及び８１は、例えば、表示領域２において、複数の画素４の行毎に設けられ
ている。つまり、電源線８０及び８１は、複数の画素４の行毎に、当該行に配置された画
素４に接続されている。例えば、第ｎ行の電源線８０及び８１は、第ｎ行の複数の画素４
の駆動トランジスタ４１のドレインに接続されている。なお、電源線８０は行毎に配置さ
れ、電源線８１は列毎に配置されてもよい。
【００４１】
　電源線８０は、駆動トランジスタ４１のドレインに接続され、有機ＥＬ素子４０を発光
させる電流を供給するための電源線である。電源線８０は、第１電位と、第１電位より低
い第２電位とに選択的に設定される。
【００４２】
　第１電位は、有機ＥＬ素子４０に電流を流すための電位であり、例えば、電源線８１に
設定される電位より高い。電源線８０に第１電位が設定された場合に、有機ＥＬ素子４０
を発光させる電流を供給することができる。例えば、第１電位は、１６Ｖである。
【００４３】
　第２電位は、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷をリセットする際の
基準となる電位である。また、第２電位は、保持容量４２に信号電圧を書込む際の基準と
なる電位である。
【００４４】
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　例えば、第２電位は、電源線８１に設定される電位に、有機ＥＬ素子４０の閾値電圧（
例えば、２Ｖ）より低い電圧を加えた電位である。例えば、第２電位は、１Ｖである。な
お、第２電位は、電源線８１に設定される電位より低くてもよい。つまり、電源線８０に
第２電位が設定された場合に、有機ＥＬ素子４０を発光させる電流を供給しないように、
第２電位の値は決められる。
【００４５】
　電源線８１は、有機ＥＬ素子４０のカソードに接続された電源線である。例えば、電源
線８１は、接地されている。言い換えると、電源線８１には、０Ｖの電位が設定される。
【００４６】
　以上のような画素４の構成により、有機ＥＬ表示装置１は、駆動トランジスタ４１に精
度良く逆バイアス電圧を印加することができ、より高精度にトランジスタの閾値電圧の経
時変動を抑制することができる。このメカニズムについては、以下の動作説明において詳
しく説明する。
【００４７】
　なお、画素４を構成する複数のトランジスタ（駆動トランジスタ４１及びスイッチング
トランジスタ４３）はｎ型ＴＦＴとして以下では説明を行うが、これに限らない。複数の
トランジスタは、ｐ型ＴＦＴでもよい。また、複数のトランジスタにおいて、ｎ型ＴＦＴ
とｐ型ＴＦＴとが混在して用いられてもよい。
【００４８】
　［３．有機ＥＬ表示装置の動作］
　次に、有機ＥＬ表示装置１の動作について、図３～図６Ｂを用いて説明する。なお、以
下で説明する各動作は、制御部３により実行される。なお、以下では、駆動トランジスタ
４１の閾値電圧が２Ｖである場合を例に説明する。
【００４９】
　［３－１．低階調発光時］
　まず、画素４の低階調発光時の動作について、図３、図４Ａ及び図４Ｂを用いて説明す
る。
【００５０】
　図３は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の低階調発光時の動作
を示すタイミングチャートである。図４Ａ及び図４Ｂは、本実施の形態に係る有機ＥＬ表
示装置１における画素４の低階調発光時の動作を示す状態遷移図である。
【００５１】
　具体的には、図３は、上から順に、電源線８０に設定される電位“Ｖｔｆｔ”、データ
線７０に設定される電位“Ｖｄａｔａ”、スキャン線６０に供給されるスキャン信号“Ｓ
ｃａｎ”、並びに、駆動トランジスタ４１のゲート電位（太実線）及びソース電位（細実
線）を示している。
【００５２】
　図３に示すように、電源線８０には、第１電位Ｖｔｆｔ＿Ｈと、第２電位Ｖｔｆｔ＿Ｌ
とが選択的に設定される。具体的には、発光期間には、Ｖｔｆｔ＿Ｈが設定され、非発光
期間には、Ｖｔｆｔ＿Ｌが設定される。
【００５３】
　また、データ線７０には、複数の画素４の行毎の信号電位（図３の“映像”）が、１水
平期間（１Ｈ）毎に順に設定される。具体的には、１水平期間は、データ線７０に信号電
位が設定される第１期間１０１と、データ線７０にリセット電位が設定される第２期間１
０２と、データ線に逆バイアス電位が設定される第３期間１０３とを含んでいる。言い換
えると、データ線７０は、１水平期間に３つの異なる電位に設定される。すなわち、本実
施の形態では、データ線駆動回路７は、１水平周波数（すなわち、１水平期間の逆数：１
／１Ｈ）の３倍の周波数でデータ線７０を駆動する。
【００５４】
　なお、第１期間１０１、第２期間１０２及び第３期間１０３は、互いに同じ長さの期間
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、具体的には、１水平期間の３分の１の期間であるが、これに限らない。第１期間１０１
、第２期間１０２及び第３期間１０３は、互いに異なる長さの期間でもよい。例えば、信
号電位は、各画素４の保持容量４２に正確な電圧を設定する必要があるため、第１期間１
０１は長めに設定することが好ましい。一方、リセット電位については、駆動トランジス
タ４１を導通させることができればよく、信号電位ほど正確に電圧を設定する必要は無い
ため、第２期間１０２は第１期間１０１よりも短くても構わない。逆バイアス電位につい
ては、信号電位ほど正確に設定する必要は無いが、（駆動トランジスタの閾値電圧の経時
変動を抑制するために適切な値を設定せねばならないため、）リセット電位と同等以上の
精度で、電圧を設定することが好ましい。つまり、第１期間１０１が、第２期間１０２及
び第３期間１０３よりも長くなるように設定することがより好ましい。
【００５５】
　ここで、図３に示す例では、時刻ｔ４で信号電圧の書込みを行う。つまり、図３に示す
信号電位は、時刻ｔ４の信号電位を除いて、他の行の画素に対応する信号電位を示してい
る。
【００５６】
　スキャン線６０には、スイッチングトランジスタ４３を導通させるためのスキャン信号
１１１～１１３が所定のタイミングで供給される。図３に示すように、スキャン信号１１
１～１１３は、パルス信号であり、それぞれのパルス幅は、第１期間１０１、第２期間１
０２及び第３期間１０３の各々より短い期間である。スキャン信号１１１～１１３のパル
ス幅は、共通でもよいし、第１期間１０１、第２期間１０２及び第３期間１０３に応じて
、個別に設定してもよい。スイッチングトランジスタ４３は、パルス信号が供給された場
合に、パルス信号のパルス幅に応じた期間のみ導通する。
【００５７】
　＜～時刻ｔ１：発光期間＞
　図３に示す発光期間（～時刻ｔ１）では、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｈが設定されている
ので、図４Ａの（ａ）に示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば２．５
Ｖ）に応じた電流が駆動トランジスタ４１を介して有機ＥＬ素子４０に流れる。Ｖｔｆｔ
＿Ｈは、例えば、１６Ｖである。
【００５８】
　これにより、有機ＥＬ素子４０は低輝度で発光する。このとき、有機ＥＬ素子４０のア
ノード電位、すなわち、駆動トランジスタ４１のソース電位は４Ｖであり、駆動トランジ
スタ４１のゲート電位は６．５Ｖである。
【００５９】
　＜時刻ｔ１～ｔ２：放電期間＞
　次に、時刻ｔ１で、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｌを設定することにより、有機ＥＬ素子４
０の発光を終了する。Ｖｔｆｔ＿Ｌは、例えば、１Ｖである。
【００６０】
　時刻ｔ１では、駆動トランジスタ４１のゲート電位が６．５Ｖであり、ドレイン電位が
１Ｖになるので、駆動トランジスタ４１は導通し、保持容量４２に保持された信号電圧が
駆動トランジスタ４１を介して電源線８０に抜けていく。電荷の抜けによって、保持容量
４２の両端の電位が下がり、図４Ａの（ｂ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲー
ト電位が４Ｖ、ソース電位が例えば１．５Ｖになる。
【００６１】
　このとき、駆動トランジスタ４１の閾値電圧が２Ｖであるため、保持容量４２及び有機
ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷は、徐々に電源線８０に抜けていく。しかしながら、寄生
容量が大きく、規定の時間内で保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の両方の電
荷を抜くためには、駆動トランジスタ４１のオン電圧は不十分である。このため、駆動ト
ランジスタ４１のソースに電荷が残り、不定電位となる。当該不定電位は、保持容量４２
及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に応じて変動する。
【００６２】
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　また、このとき、不定電位は、電源線８１の電位にも影響を受ける。電源線８１の電位
は、配線抵抗による電圧降下により、表示領域２の面内でばらつきが発生する。このため
、画素４毎にソース電位が異なり、おおよそ１．５Ｖになるとしか言えず、厳密には不定
電位となる。
【００６３】
　このように、駆動トランジスタ４１のソースが不定電位になるので、逆バイアス電圧の
大きさがソース電位に応じて変動してしまい、適切な逆バイアス電圧を印加することがで
きなくなる。そこで、本実施の形態では、逆バイアス電圧を印加する前に、保持容量４２
及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷をリセットすることで、駆動トランジスタ４１の
ソース電位を安定させる。
【００６４】
　＜時刻ｔ２～ｔ３：容量リセット期間＞
　時刻ｔ２で、図４Ａの（ｃ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１１を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲ
ートにリセット電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、かつ
、データ線７０はリセット電位に設定されている。
【００６５】
　ここで、リセット電位は、駆動トランジスタ４１のゲートとドレイン（電源線８０）と
の間に、閾値電圧以上の電圧を印加するための電位である。リセット電位は、例えば、８
Ｖである。
【００６６】
　図４Ａの（ｃ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲートとドレインとの間には７
Ｖの電圧が印加されるので、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間が導通する。よ
って、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に残っていた電荷は、電源線８０に
放出される。
【００６７】
　これにより、図４Ａの（ｄ）に示すように、駆動トランジスタ４１のソース電位は、電
源線８０と同じ１Ｖになる。このように、リセット期間を設けることで、駆動トランジス
タ４１のソース電位を電源線８０の電位と同じにすることができる。
【００６８】
　なお、図３に示すように、リセット期間（時刻ｔ２～ｔ３）を略２水平期間としたが、
これに限らない。リセット期間の長さは、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量
の大きさなどによって、放電に十分な時間が設定されればよい。
【００６９】
　＜時刻ｔ３～ｔ４：逆バイアス印加期間＞
　時刻ｔ３で、図４Ｂの（ｅ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１２を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲ
ートに逆バイアス電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、か
つ、データ線７０は逆バイアス電位に設定されている。
【００７０】
　ここで、逆バイアス電位は、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に、逆バイアス
電圧を印加するための電位である。
【００７１】
　逆バイアス電圧は、例えば、保持容量４２に保持される信号電圧とは極性が異なる電圧
である。具体的には、逆バイアス電圧は、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に印
加する負電圧である。駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に負電圧を印加すること
で、発光期間に駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に正電圧（信号電圧）が印加さ
れたことによって発生した閾値電圧の正シフトを抑制することができる。
【００７２】
　逆バイアス電圧は、駆動トランジスタ４１のゲート電位、すなわち、逆バイアス電位と
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、ソース電位との差に相当する。ソース電位は、リセット期間によって電源線８０と同電
位のＶｔｆｔ＿Ｌに設定されるので、逆バイアス電圧は、データ線７０に設定される逆バ
イアス電位と、電源線８０に設定されるＶｔｆｔ＿Ｌとの差になる。すなわち、有機ＥＬ
素子４０のばらつき及び電源線８１の電圧降下の影響を受けずに、適切な値の逆バイアス
電圧を駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に印加することができる。
【００７３】
　本実施の形態では、逆バイアス電位は、電源線８０に設定されるＶｔｆｔ＿Ｌよりも低
く、例えば、－９Ｖである。駆動トランジスタ４１のソース電位は、１Ｖに設定されてい
るので、図４Ｂの（ｆ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間には－
１０Ｖの逆バイアス電圧が印加される。これにより、駆動トランジスタ４１の閾値電圧の
経時変動を抑制することができる。なお、逆バイアス電位は必ずしも負電圧とは限らない
。例えば、０Ｖであってもよい。なぜなら、駆動トランジスタ４１のソース電位は、１Ｖ
に設定されているので、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間には－１Ｖの逆バイア
ス電圧が印加されるので、同様の効果を見込むことができる。このように、逆バイアス電
位は、データ線駆動回路７の出力可能な電位と、駆動トランジスタ４１の特性とを鑑みて
設定すればよく、必ずしも負電圧とは限らない。
【００７４】
　なお、図３に示すように、逆バイアス印加期間（時刻ｔ３～ｔ４）を略５水平期間とし
たが、これに限らない。逆バイアス印加期間の長さは、駆動トランジスタ４１の特性など
によって、閾値電圧の経時変動を抑制するのに十分な期間が設定されればよい。
【００７５】
　＜時刻ｔ４：信号電圧の書込み＞
　時刻ｔ４で、図４Ｂの（ｇ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１３を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、保持容量４２に信号電圧を
書込む。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、かつ、データ線７０は信号電
位に設定されている。
【００７６】
　このときの信号電位は、自画素に対応する信号電位である。つまり、信号電位は、自画
素が次の発光期間に発光すべき輝度に応じた信号電位である。例えば、図４Ｂの（ｇ）に
示す例では、信号電位は、基準電位（例えば１Ｖ）に低階調（低輝度）の信号電圧（例え
ば２．５Ｖ）を加えた値に相当し、具体的には、３．５Ｖである。
【００７７】
　＜時刻ｔ５～：発光期間＞
　時刻ｔ５で、電源線８０をＶｔｆｔ＿Ｈに設定することで、有機ＥＬ素子４０に電源線
８０から駆動トランジスタ４１を介して電流を供給する。これにより、図４Ｂの（ｈ）に
示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば２．５Ｖ）に応じた電流が流れ
て、有機ＥＬ素子４０が発光する。
【００７８】
　以上のように、低階調発光時には、逆バイアス電圧を印加する前に駆動トランジスタ４
１のソース電位が不定電位となる場合がある。このため、逆バイアス電圧を印加する前に
容量のリセット期間を設けて、駆動トランジスタ４１のソース電位を電源線８０の第２電
位（Ｖｔｆｔ＿Ｌ）に設定することで、適切な値の逆バイアス電圧を印加することができ
る。
【００７９】
　［３－２．高階調発光時］
　次に、画素４の低階調発光時の動作について、図５、図６Ａ及び図６Ｂを用いて説明す
る。
【００８０】
　図５は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の高階調発光時の動作
を示すタイミングチャートである。具体的には、同図は、上から順に、電源線８０に供給
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される電位“Ｖｔｆｔ”、データ線７０に供給される電位“Ｖｄａｔａ”、スキャン線６
０に供給されるスキャン信号“Ｓｃａｎ”、並びに、駆動トランジスタ４１のゲート電位
（太実線）及びソース電位（細実線）を示している。
【００８１】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の高階調
発光時の動作を示す状態遷移図である。
【００８２】
　なお、上述した低階調発光時と同じ点については、説明を省略する。
【００８３】
　＜～時刻ｔ１：発光期間＞
　図５に示す発光期間（～ｔ１）では、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｈが設定されているので
、図６Ａの（ａ）に示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば５Ｖ）に応
じた電流が駆動トランジスタ４１を介して有機ＥＬ素子４０に流れる。これにより、有機
ＥＬ素子４０は高輝度で発光する。このとき、有機ＥＬ素子４０のアノード電位、すなわ
ち、駆動トランジスタ４１のソース電位は７Ｖであり、駆動トランジスタ４１のゲート電
位は１２Ｖである。
【００８４】
　＜時刻ｔ１～ｔ２：放電期間＞
　次に、時刻ｔ１で、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｌを設定することにより、有機ＥＬ素子４
０の発光を終了する。
【００８５】
　時刻ｔ１では、駆動トランジスタ４１のゲート電位が１２Ｖであり、ドレイン電位が１
Ｖになるので、駆動トランジスタ４１は導通し、保持容量４２に保持された信号電圧が駆
動トランジスタ４１を介して電源線８０に抜けていく。電荷の抜けによって、保持容量４
２の両端の電位が下がり、図６Ａの（ｂ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲート
電位が６Ｖ、ソース電位が１Ｖになる。
【００８６】
　すなわち、低階調発光時とは異なり、高階調発光時では、駆動トランジスタ４１が完全
に導通した状態で、駆動トランジスタ４１のソース電位が、電源線８０に設定されたＶｔ
ｆｔ＿Ｌと同じになる。すなわち、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量はリセ
ットされるので、リセット期間を設ける必要はない。
【００８７】
　しかしながら、各画素４にどのような階調の信号電圧が書込まれるかは不明であるため
に、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量を確実にリセットするためには、リセ
ット期間は必要となる。
【００８８】
　＜時刻ｔ２～ｔ３：容量リセット期間＞
　時刻ｔ２で、図６Ａの（ｃ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１１を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲ
ートにリセット電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、かつ
、データ線７０はリセット電位に設定されている。
【００８９】
　このとき、駆動トランジスタ４１のゲートとドレイン（電源線８０）との間には７Ｖの
電圧が印加されるので、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間が導通する。ただし
、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に保持されていた電荷は、放電期間（時
刻ｔ１～ｔ２）によって電源線８０に放出されているので、実際には、リセット期間では
電荷の流れはなく、駆動トランジスタ４１のソース電位は、Ｖｔｆｔ＿Ｌに維持されたま
まである。これにより、図６Ａの（ｄ）に示すように、駆動トランジスタ４１のソース電
位は、電源線８０と同じ１Ｖになる。
【００９０】
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　＜時刻ｔ３～ｔ４：逆バイアス印加期間＞
　時刻ｔ３で、図６Ｂの（ｅ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１２を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲ
ートに逆バイアス電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、か
つ、データ線７０は逆バイアス電位に設定されている。
【００９１】
　具体的には、図６Ｂの（ｆ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間
には－１０Ｖの逆バイアス電圧が印加される。これにより、駆動トランジスタ４１の閾値
電圧の経時変動を抑制することができる。
【００９２】
　＜時刻ｔ４：信号電圧の書込み＞
　時刻ｔ４で、図６Ｂの（ｇ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号１１３を供
給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、保持容量４２に信号電圧を
書込む。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、かつ、データ線７０は信号電
位に設定されている。例えば、図６Ｂの（ｇ）に示す例では、信号電位は、基準電位（例
えば１Ｖ）に高階調（高輝度）の信号電圧（例えば５Ｖ）を加えた値に相当し、具体的に
は、６Ｖである。
【００９３】
　＜時刻ｔ５～：発光期間＞
　時刻ｔ５で、電源線８０をＶｔｆｔ＿Ｈに設定することで、有機ＥＬ素子４０に電源線
８０から駆動トランジスタ４１を介して電流を供給する。これにより、図４Ｂの（ｈ）に
示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば５Ｖ）に応じた電流が流れて、
有機ＥＬ素子４０が発光する。
【００９４】
　以上のように、高階調発光時には、逆バイアス電圧を印加する前に駆動トランジスタ４
１のソース電位は、電源線８０に設定された電位と同じになる。このため、逆バイアス電
圧を印加する前に容量のリセット期間を設ける必要はないが、低階調発光時に備えて、リ
セット期間を設けることで、適切な値の逆バイアス電圧を印加することができる。なお、
リセット期間を設けた場合でも、上述したように高階調発光時の動作に影響を与えること
はない。
【００９５】
　［４．効果など］
　以上のように、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１の駆動方法は、行列状に配置さ
れた複数の画素４を備える有機ＥＬ表示装置１の駆動方法であって、複数の画素４のそれ
ぞれは、供給された電流に応じて発光する有機ＥＬ素子４０と、有機ＥＬ素子４０に電流
を供給する駆動トランジスタ４１と、駆動トランジスタ４１のゲートとソース又はドレイ
ンとの間に接続された保持容量４２とを備え、有機ＥＬ表示装置１の駆動方法は、有機Ｅ
Ｌ素子４０に電流を供給することで、有機ＥＬ素子４０を発光させる発光ステップと、保
持容量４２と有機ＥＬ素子４０の寄生容量との少なくとも一方の電荷をリセットするリセ
ットステップと、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に逆バイアス電圧を印加する
逆バイアス印加ステップとを含み、リセットステップは、発光ステップと逆バイアス印加
ステップとの間で実行される。
【００９６】
　これにより、逆バイアス電圧を印加する前に、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄
生容量の少なくとも一方の電荷をリセットするので、適切な値の逆バイアス電圧を駆動ト
ランジスタ４１のゲート－ソース間に印加することができる。つまり、保持容量４２及び
寄生容量の電荷をリセットしない場合は、駆動トランジスタ４１のソース電位が不定電位
になるのに対して、本実施の形態では、ソース電位は、電源線８０の電位（具体的には、
第２電位）になる。したがって、ソース電位は、電源線８１の配線抵抗による電圧降下の
影響も受けない。
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【００９７】
　したがって、ソース電位が安定するので、適切な逆バイアス電位をデータ線７０に設定
することで、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に適切な逆バイアス電圧を印加す
ることができる。よって、より高精度に駆動トランジスタ４１の閾値電圧の経時変動を抑
制することができる。
【００９８】
　また、例えば、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置１は、さらに、複数の画素４の駆
動トランジスタ４１のドレイン又はソースに接続される電源線８０と、複数の画素４の列
毎に設けられたデータ線７０とを備え、複数の画素４のそれぞれは、さらに、駆動トラン
ジスタ４１のゲートとデータ線７０との間に接続されたスイッチングトランジスタ４３を
備え、リセットステップでは、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、デー
タ線７０からリセット電位を駆動トランジスタ４１のゲートに供給して、駆動トランジス
タ４１を導通させ、保持容量４２及び寄生容量の少なくとも一方の電荷を電源線８０に放
出させる。
【００９９】
　これにより、駆動トランジスタ４１を利用して、駆動トランジスタ４１のソース電位を
電源線８０の電位と同じにすることができる。すなわち、駆動トランジスタ４１のソース
電位をリセットするためのリセットトランジスタなどが必要なく、回路構成を簡単にする
ことができる。例えば、図２に示すように、２つのトランジスタと１つの容量素子を備え
た、いわゆる２Ｔｒ１Ｃの回路構成で実現することができる。
【０１００】
　また、例えば、本実施の形態では、電源線８０は、第１電位と、前記第１電位より低い
第２電位とに選択的に設定され、データ線７０は、画素信号に応じた信号電位を含む複数
の電位に選択的に設定され、発光ステップでは、電源線８０を第１電位に設定することで
、有機ＥＬ素子４０に電源線８０から駆動トランジスタ４１を介して電流を供給し、リセ
ットステップでは、電源線８０が第２電位に設定され、かつ、データ線７０がリセット電
位に設定された状態で、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トラン
ジスタ４１のゲートにリセット電位を供給し、逆バイアス印加ステップでは、電源線８０
が第２電位に設定され、かつ、データ線７０が逆バイアス電位に設定された状態で、スイ
ッチングトランジスタ４３を導通させて、駆動トランジスタ４１のゲートに逆バイアス電
位を供給して、逆バイアス電圧を印加する。
【０１０１】
　また、例えば、本実施の形態では、リセット電位は、信号電位とは独立して予め定めら
れた電位である。
【０１０２】
　これにより、確実に駆動トランジスタ４１を導通させることができるリセット電位を供
給することができるので、電荷のリセットを確実に行うことができる。
【０１０３】
　また、例えば、本実施の形態では、データ線７０には、複数の画素４の行毎の信号電位
が、１水平期間毎に順に設定され、１水平期間は、データ線７０に信号電位が設定される
第１期間１０１と、データ線７０にリセット電位が設定される第２期間１０２と、データ
線７０に逆バイアス電位が設定される第３期間１０３とを含む。
【０１０４】
　また、例えば、本実施の形態では、データ線７０は、１水平周波数（１／１Ｈ）の３倍
の周波数で駆動される。すなわち、データ線７０は、３倍駆動される。
【０１０５】
　このように、データ線駆動回路７は、１水平期間内に信号電位、リセット電位及び逆バ
イアス電位のそれぞれを供給するように、３倍の周波数で駆動（３倍駆動）を行う必要が
ある。その一方で、電圧制御回路８は、第１電位と第２電位との２値で電源線８０を駆動
すればよい。つまり、電源線８０を３値駆動する場合に比べて、消費電力を抑制すること
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ができ、また、簡易な構成で実現することができるので、コストの増加を抑制することが
できる。
【０１０６】
　また、例えば、第１電位が１６Ｖで、第２電位は１Ｖであるので、有機ＥＬ素子４０の
発光に利用する範囲内で容量の電荷のリセットを行うことができる。また、例えば、逆バ
イアス電位も－９Ｖでよく、データ線駆動回路７に要求される耐圧が小さくてもよい。こ
のため、従来の電圧制御回路８を利用することができるので、コストの増加を抑制するこ
とができる。
【０１０７】
　（実施の形態２）
　以下では、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示装置及びその駆動方法について説明する。
【０１０８】
　なお、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置の構成、及び、画素の構成は実施の形態１
と同様であり、その駆動動作が異なっている。したがって、以下では、各構成の説明は省
略し、駆動動作を中心に説明する。
【０１０９】
　図７は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の動作を示すタイミン
グチャートである。図８Ａ及び図８Ｂは、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１におけ
る画素４の動作を示す状態遷移図である。
【０１１０】
　具体的には、図７は、上から順に、電源線８０に設定される電位“Ｖｔｆｔ”、データ
線７０に設定される電位“Ｖｄａｔａ”、スキャン線６０に供給されるスキャン信号“Ｓ
ｃａｎ”、並びに、駆動トランジスタ４１のゲート電位（太実線）及びソース電位（細実
線）を示している。
【０１１１】
　図７に示すように、電源線８０には、第１電位Ｖｔｆｔ＿Ｈと、第２電位Ｖｔｆｔ＿Ｌ
２と、第３電位Ｖｔｆｔ＿Ｌ１とが選択的に設定される。具体的には、発光期間には、Ｖ
ｔｆｔ＿Ｈが設定され、非発光期間には、Ｖｔｆｔ＿Ｌ１又はＶｔｆｔ＿Ｌ２が設定され
る。なお、Ｖｔｆｔ＿Ｌ１は、Ｖｔｆｔ＿Ｈより低く、Ｖｆｔｆ＿Ｌ２より高い電位であ
る。Ｖｔｆｔ＿Ｌ１は、信号電圧の書込みの際の基準となる電位である。Ｖｔｆｔ＿Ｌ２
は、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷をリセットする際の基準となる
電位である。
【０１１２】
　また、データ線７０には、複数の画素４の行毎の信号電位（図７の“映像”）が、１水
平期間（１Ｈ）毎に順に設定される。１水平期間は、データ線７０に信号電位が設定され
る第１期間２０１と、データ線７０に逆バイアス電位が設定される第３期間２０３とを含
んでいる。言い換えると、データ線７０は、１水平期間に２つの異なる電位に設定される
。すなわち、本実施の形態では、データ線駆動回路７は、１水平周波数（１／１Ｈ）の２
倍の周波数でデータ線７０を駆動する。
【０１１３】
　具体的には、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷をリセットするのに
用いるリセット電位として、他の行の信号電位を利用する。つまり、本実施の形態では、
リセット電位は、他の行の信号電位である。
【０１１４】
　なお、第１期間２０１及び第３期間２０３は、互いに同じ長さの期間、具体的には、１
水平期間の半分の期間であるが、これに限らない。第１期間２０１及び第３期間２０３は
、互いに異なる長さの期間でもよい。例えば、信号電位は各画素４の保持容量４２に正確
な電圧を設定する必要があるため、第１期間２０１は長めに設定することが好ましい。一
方、逆バイアス電位については、信号電位ほど正確に設定する必要は無いため、第３期間
２０３は第１期間２０１よりも短くても構わない。
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【０１１５】
　ここで、図７に示す例では、時刻ｔ１６で信号電圧の書込みを行う。つまり、図７に示
す信号電位は、時刻ｔ１６の信号電位を除いて、他の行の画素に対応する信号電位を示し
ている。なお、本実施の形態では、信号電位は、Ｖｔｆｔ＿Ｌ１を基準電位として設定さ
れる。
【０１１６】
　スキャン線６０には、スイッチングトランジスタ４３を導通させるためのスキャン信号
２１１～２１４が所定のタイミングで供給される。図７に示すように、スキャン信号２１
１～２１４は、パルス信号であり、それぞれのパルス幅は、第１期間２０１及び第３期間
２０３の各々より短い期間である。スキャン信号２１１～２１４のパルス幅は、共通でも
よいし、第１期間２０１及び第３期間２０３に応じて、個別に設定してもよい。スイッチ
ングトランジスタ４３は、パルス信号が供給された場合に、パルス信号のパルス幅に応じ
た期間のみ導通する。
【０１１７】
　＜～時刻ｔ１１：発光期間＞
　図７に示す発光期間（～時刻ｔ１１）では、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｈが設定されてい
るので、図８Ａの（ａ）に示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば２．
５Ｖ）に応じた電流が駆動トランジスタ４１を介して有機ＥＬ素子４０に流れる。
【０１１８】
　これにより、有機ＥＬ素子４０は低輝度で発光する。このとき、有機ＥＬ素子４０のア
ノード電位、すなわち、駆動トランジスタ４１のソース電位は４Ｖであり、駆動トランジ
スタ４１のゲート電位は６．５Ｖである。
【０１１９】
　＜時刻ｔ１１～ｔ１２：放電期間＞
　次に、時刻ｔ１１で、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｌ２を設定することにより、有機ＥＬ素
子４０の発光を終了する。Ｖｔｆｔ＿Ｌ２は、例えば、－７Ｖである。
【０１２０】
　時刻ｔ１１では、駆動トランジスタ４１のゲート電位が６．５Ｖであり、ドレイン電位
が－７Ｖになるので、駆動トランジスタ４１は導通し、保持容量４２に保持された信号電
圧が駆動トランジスタ４１を介して電源線８０に抜けていく。電荷の抜けによって、保持
容量４２の両端の電位が下がり、図８Ａの（ｂ）に示すように、駆動トランジスタ４１の
ゲート電位が－４Ｖ、ソース電位が－６．５Ｖになる。
【０１２１】
　このとき、駆動トランジスタ４１の閾値電圧が２Ｖであるため、保持容量４２及び有機
ＥＬ素子４０の寄生容量の電荷は、徐々に電源線８０に抜けていく。しかしながら、寄生
容量が大きく、規定の時間内で保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の両方の電
荷を抜くためには、駆動トランジスタ４１のオン電圧は不十分である。このため、駆動ト
ランジスタ４１のソースに電荷が残り、不定電位となる。当該不定電位は、保持容量４２
及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に応じて変動する。
【０１２２】
　＜時刻ｔ１２～ｔ１３：容量リセット期間＞
　時刻ｔ１２で、図８Ａの（ｃ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号２１１を
供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１の
ゲートに、他の行の信号電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌ２に設定
され、かつ、データ線７０は他の行の信号電位に設定されている。
【０１２３】
　本実施の形態では、他の行の信号電位を用いて、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の
寄生容量の電荷をリセットする。他の行の信号電位は、例えば、０Ｖ～１０Ｖの不定の電
位である。このため、電源線８０に設定するＶｔｆｔ＿Ｌ２を－７Ｖに設定することで、
データ線７０に印加される信号電位に関わらず、駆動トランジスタ４１を導通させること
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ができる。
【０１２４】
　具体的には、図８Ａの（ｃ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲートには、他の
行の信号電位に応じた０Ｖ～１０Ｖの電位が設定され、ドレインには、－７Ｖの電位が設
定される。このため、駆動トランジスタ４１のゲートとドレインとの間には、少なくとも
７Ｖ以上の電圧が印加され、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間は導通する。よ
って、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に残っていた電荷は、電源線８０に
放出される。
【０１２５】
　これにより、駆動トランジスタ４１のソース電位は、電源線８０と同じ－７Ｖになる。
このように、リセット期間を設けることで、駆動トランジスタ４１のソース電位を電源線
８０の電位と同じにすることができる。
【０１２６】
　＜時刻ｔ１３～ｔ１４：逆バイアス印加期間＞
　時刻ｔ１３で、図８Ａの（ｄ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号２１２を
供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１の
ゲートに逆バイアス電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌ２に設定され
、かつ、データ線７０は逆バイアス電位に設定されている。
【０１２７】
　ここで、駆動トランジスタ４１のソース電位は、リセット期間によって電源線８０と同
電位のＶｔｆｔ＿Ｌ２に設定されるので、逆バイアス電圧は、データ線７０に設定される
逆バイアス電位と、電源線８０に設定されるＶｔｆｔ＿Ｌ２との差になる。すなわち、有
機ＥＬ素子４０のばらつき及び電源線８１の電圧降下の影響を受けずに、適切な値の逆バ
イアス電圧を駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に印加することができる。
【０１２８】
　本実施の形態では、逆バイアス電位は、電源線８０に設定されるＶｔｆｔ＿Ｌ２よりも
低く、例えば、－１７Ｖである。駆動トランジスタ４１のソース電位は、－７Ｖに設定さ
れているので、図８Ａの（ｄ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間
には－１０Ｖの逆バイアス電圧が印加される。これにより、駆動トランジスタ４１の閾値
電圧の経時変動を抑制することができる。
【０１２９】
　なお、本実施の形態では、駆動トランジスタ４１のソース電位が－７Ｖとなり、実施の
形態１の場合（すなわち、１Ｖ）よりも低くなる。このため、逆バイアス電位として必要
な電位も－１７Ｖとなり、実施の形態１の場合（すなわち、－９Ｖ）よりも低くなる。
【０１３０】
　＜時刻ｔ１４～ｔ１６：書込み準備期間＞
　時刻ｔ１４で、図８Ｂの（ｅ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号２１３を
供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１の
ゲートに他の行の信号電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌ２に設定さ
れ、かつ、データ線７０は他の行の信号電位に設定されている。
【０１３１】
　これにより、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間には、閾値電圧（２Ｖ）以上の
値（具体的には、７Ｖ以上の値）が印加されるので、駆動トランジスタ４１のドレイン－
ソース間は導通する。
【０１３２】
　時刻ｔ１５で、図８Ｂの（ｆ）に示すように、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｌ１を設定する
。Ｖｔｆｔ＿Ｌ１は、例えば、１Ｖである。駆動トランジスタ４１は導通状態であるので
、電源線８０から保持容量４２に電荷が供給されて、駆動トランジスタ４１のソース電位
は、電源線８０と同じ１Ｖになる。
【０１３３】
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　以上のように、信号電圧を書込む前に、ソース電位をＶｔｆｔ＿Ｌ１に設定するので、
適切な値の信号電圧を保持容量４２に書込むことができる。データ線７０に供給される信
号電位は、Ｖｔｆｔ＿Ｌ１を基準に定められている。このため、書込み準備期間（ｔ１４
～ｔ１６）を設けることで、ソース電位が基準電位であるＶｔｆｔ＿Ｌ１に設定されて、
保持容量４２に適切な信号電圧を書込むことができる。
【０１３４】
　＜時刻ｔ１６：信号電圧の書込み＞
　時刻ｔ１６で、図８Ｂの（ｇ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号２１４を
供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、保持容量４２に信号電圧
を書込む。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌ１に設定され、かつ、データ線７０は信
号電位に設定されている。
【０１３５】
　このときの信号電位は、自画素に対応する信号電位である。つまり、信号電位は、自画
素が次の発光期間に発光すべき輝度に応じた信号電位である。例えば、図８Ｂの（ｇ）に
示す例では、信号電位は、基準電位（例えば１Ｖ）に低階調（低輝度）の信号電圧（例え
ば２．５Ｖ）を加えた値に相当し、具体的には、３．５Ｖである。
【０１３６】
　＜時刻ｔ１７～：発光期間＞
　時刻ｔ１７で、電源線８０をＶｔｆｔ＿Ｈに設定することで、有機ＥＬ素子４０に電源
線８０から駆動トランジスタ４１を介して電流を供給する。これにより、図８Ｂの（ｈ）
に示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば２．５Ｖ）に応じた電流が流
れて、有機ＥＬ素子４０が発光する。
【０１３７】
　以上のように、低階調発光時には、逆バイアス電圧を印加する前に駆動トランジスタ４
１のソース電位が不定電位となる場合がある。このため、逆バイアス電圧を印加する前に
容量のリセット期間を設けて、駆動トランジスタ４１のソース電位を電源線８０の第２電
位（Ｖｔｆｔ＿Ｌ２）に設定することで、適切な値の逆バイアス電圧を印加することがで
きる。
【０１３８】
　また、書込み準備期間を設けることで、駆動トランジスタ４１のソース電位を電源線８
０の第３電位（Ｖｔｆｔ＿Ｌ１）に設定することで、適切な値の信号電圧を保持容量４２
に書込むことができる。
【０１３９】
　以上のように、本実施の形態では、リセット電位は、他の行の信号電位である。
【０１４０】
　また、例えば、本実施の形態では、データ線７０は、１水平周波数（１／１Ｈ）の２倍
の周波数で駆動される。すなわち、データ線７０は、２倍駆動される。
【０１４１】
　これにより、リセット電位として他の行の信号電位を利用するので、１水平期間内に信
号電位（リセット電位）と逆バイアス電位とのそれぞれを供給するように、２倍の周波数
でデータ線７０を駆動（２倍駆動）すればよい。したがって、実施の形態１に比べて、デ
ータ線７０を低速で駆動することができるため、データ線駆動回路７の消費電力を低減す
ることができる。
【０１４２】
　また、例えば、本実施の形態では、電源線８０には、さらに、第１電位より低く、第２
電位より高い第３電位が選択的に設定され、有機ＥＬ表示装置１の駆動方法は、さらに、
電源線８０が第２電位に設定され、かつ、データ線７０が他の行の信号電位に設定された
状態で、スイッチングトランジスタ４３を導通させて、駆動トランジスタ４１のゲートに
他の行の信号電位を供給することで、駆動トランジスタ４１を導通させた後、駆動トラン
ジスタ４１を導通させた状態で、電源線８０を第３電位に設定することで、駆動トランジ
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スタ４１のソース及びドレインを第３電位に設定する書込み準備ステップと、電源線８０
が第３電位に設定され、かつ、データ線７０が当該画素に対応する信号電位に設定された
状態で、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、保持容量４２に信号電圧を
書込む書込みステップとを含む。
【０１４３】
　これにより、信号電圧を適切に書込むことができ、所望の輝度で有機ＥＬ素子４０を発
光させることができる。したがって、表示領域２内での表示のばらつきなどを抑制するこ
とができる。
【０１４４】
　（実施の形態３）
　以下では、実施の形態３に係る有機ＥＬ表示装置及びその駆動方法について説明する。
【０１４５】
　なお、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置の構成、及び、画素の構成は実施の形態１
と同様であり、その駆動動作が異なっている。したがって、以下では、各構成の説明は省
略し、駆動動作を中心に説明する。
【０１４６】
　図９は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の動作を示すタイミン
グチャートである。
【０１４７】
　具体的には、図９は、上から順に、データ線７０に供給される電位“Ｖｄａｔａ”、行
毎の電源線８０に設定される電位“Ｖｔｆｔ（ｎ）”～“Ｖｔｆｔ（ｎ＋３）”、行毎の
スキャン線６０に供給されるスキャン信号“Ｓｃａｎ（ｎ）”～“Ｓｃａｎ（ｎ＋３）”
、並びに、駆動トランジスタ４１のゲート電位（太実線）及びソース電位（細実線）を示
している。例えば、Ｖｔｆｔ（ｎ）～Ｖｔｆｔ（ｎ＋３）はそれぞれ、ｎ番目～ｎ＋３番
目の行の電源線８０に設定される電位を示し、Ｓｃａｎ（ｎ）～Ｓｃａｎ（ｎ＋３）はそ
れぞれ、ｎ番目～ｎ＋３番目の行のスキャン線６０に供給されるスキャン信号を示してい
る。
【０１４８】
　図９に示すように、データ線７０には、複数の画素４の行毎の信号電位（図９の“映像
”）が、１水平期間（１Ｈ）毎に順に設定される。つまり、１水平期間は、データ線７０
に信号電位が設定される第１期間３０１を含む。また、連続する２水平期間の一方は、デ
ータ線７０にリセット電位が設定される第２期間３０２を含み、連続する２水平期間の他
方は、データ線７０に逆バイアス電位が設定される第３期間３０３を含む。つまり、２水
平期間が１つの繰り返し単位である。すなわち、本実施の形態では、データ線駆動回路７
は、１水平周波数（１／１Ｈ）の２倍の周波数でデータ線７０を駆動する。
【０１４９】
　また、電圧制御回路８は、電源線８０を２行毎に電位の設定を行う。具体的には、Ｖｔ
ｆｔ（ｎ）及びＶｔｆｔ（ｎ＋１）に示すように、ｎ番目及びｎ＋１番目の行の電源線８
０には、同じタイミングで同じ電位が設定される。ｎ＋２番目及びｎ＋３番目の電源線８
０についても同様である。
【０１５０】
　また、走査線駆動回路６は、書込み用のスキャン信号を１行毎に、異なるタイミングで
（具体的には、１水平期間ずつずらして）供給する。例えば、Ｓｃａｎ（ｎ）及びＳｃａ
ｎ（ｎ＋１）に示すように、ｎ番目のスキャン線６０にスキャン信号３１３が供給された
後、１水平期間経過した時点で、ｎ＋１番目の行のスキャン線６０にスキャン信号３１４
が供給される。
【０１５１】
　一方で、走査線駆動回路６は、リセット用のスキャン信号と逆バイアス印加用のスキャ
ン信号とを、２行毎に、異なるタイミングで（具体的には、例えば、リセット用のスキャ
ン信号と逆バイアス印加用のスキャン信号とを１水平期間ずつずらして）供給する。逆バ
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イアス印加用のスキャン信号についても同様である。例えば、Ｓｃａｎ（ｎ）及びＳｃａ
ｎ（ｎ＋１）に示すように、ｎ番目及びｎ＋１番目の行のスキャン線６０には、リセット
用のスキャン信号３１１と逆バイアス印加用のスキャン信号３１２とがそれぞれ、同じタ
イミングで供給される。ｎ＋２番目及びｎ＋３番目のスキャン信号についても同様である
。
【０１５２】
　以下では、ｎ番目及びｎ＋１番目の行に着目して、画素４の動作について説明する。な
お、画素４の回路の状態遷移図については、図４Ａ及び図４Ｂと同様であるので、実施の
形態１と同じ点については説明を簡略化又は省略する。
【０１５３】
　＜～時刻ｔ２１：発光期間＞
　図９に示す発光期間（～時刻ｔ２１）では、Ｖｔｆｔ（ｎ）及びＶｔｆｔ（ｎ＋１）に
示すように、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｈが設定されているので、有機ＥＬ素子４０は、保
持容量４２に保持された信号電圧に応じた電流が流れて発光する（図４Ａの（ａ）参照）
。このとき、ｎ番目の行の画素４の有機ＥＬ素子４０と、ｎ＋１番目の行の画素４の有機
ＥＬ素子４０とが発光している。
【０１５４】
　＜時刻ｔ２１～ｔ２２：放電期間＞
　時刻ｔ２１で、Ｖｔｆｔ（ｎ）及びＶｔｆｔ（ｎ＋１）に示すように、電源線８０にＶ
ｔｆｔ＿Ｌを設定することにより、有機ＥＬ素子４０の発光を終了する。発光が終了する
と同時に、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間を通って電源線８０に、保持容量
４２から電荷が抜ける。電荷の抜けによって、保持容量４２の両端の電位が下がり、駆動
トランジスタ４１のゲート電位が４Ｖ、ソース電位が１．５Ｖになる（図４Ａの（ｂ）参
照）。また、ｎ番目及びｎ＋１番目の発光期間の終了時（時刻ｔ２１）から２水平期間経
過後に、ｎ＋２番目及びｎ＋３番目の発光期間が終了する。
【０１５５】
　＜時刻ｔ２２～ｔ２３：容量リセット期間＞
　時刻ｔ２２で、スキャン線６０にスキャン信号３１１を供給して、スイッチングトラン
ジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲートにリセット電位（具体的
には、８Ｖ）を供給する。これにより、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間を導
通させて、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に残っていた電荷を、電源線８
０に放出させる。これにより、駆動トランジスタ４１のソース電位を電源線８０の電位（
具体的には、１Ｖ）と同じにすることができる（図４Ａの（ｃ）及び（ｄ）参照）。なお
、リセット期間（時刻ｔ２２～ｔ２３）を略１水平期間としたが、これに限らない。リセ
ット期間の長さは、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量の大きさなどによって
、放電に十分な時間が設定されればよい。
【０１５６】
　＜時刻ｔ２３～ｔ２４：逆バイアス印加期間＞
　時刻ｔ２３で、スキャン線６０にスキャン信号３１２を供給して、スイッチングトラン
ジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１のゲートに逆バイアス電位（具体
的には、－９Ｖ）を供給する。これにより、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース間に
逆バイアス電圧（具体的には、－１０Ｖ）を供給する（図４Ｂの（ｅ）及び（ｆ）参照）
。
【０１５７】
　なお、図９に示すように、ｎ番目及びｎ＋１番目の行の逆バイアス印加期間中に、ｎ＋
２番目及びｎ＋３番目の行の発光期間が終了するが、これに限らない。具体的には、リセ
ット期間（時刻ｔ２２～ｔ２３）の長さによって、容量リセット期間中に、ｎ＋２番目及
びｎ＋３番目の行の発光期間が終了する場合も考えられる。
【０１５８】
　＜時刻ｔ２４及びｔ２５：信号電圧の書込み＞
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　時刻ｔ２４で、図９のＳｃａｎ（ｎ）に示すように、ｎ番目の行のスキャン線６０にス
キャン信号３１３を供給して、ｎ番目の行の保持容量４２に信号電圧を書込む（図４Ｂの
（ｇ）参照）。そして、時刻ｔ２５で、ｎ＋１番目の行のスキャン線６０にスキャン信号
３１４を供給して、ｎ＋１番目の行の保持容量４２に信号電圧を書込む。
【０１５９】
　本実施の形態では、列毎にデータ線７０が設けられているので、信号電圧は行毎に書込
む必要がある。言い換えると、同時に複数行の信号電圧を保持容量４２に書込むことがで
きないので、ｎ番目の行とｎ＋１番目の行とでは、信号電圧の書込むタイミングをずらし
ている。
【０１６０】
　＜時刻ｔ２６～：発光期間＞
　時刻ｔ２６で、図９のＶｔｆｔ（ｎ）及びＶｔｆｔ（ｎ＋１）に示すように、電源線８
０をＶｔｆｔ＿Ｈに設定することで、有機ＥＬ素子４０に電源線８０から駆動トランジス
タ４１を介して電流を供給する（図４Ｂの（ｈ）参照）。これにより、保持容量４２に保
持された信号電圧（例えば２．５Ｖ）に応じた電流が流れて、有機ＥＬ素子４０が発光す
る。このとき、ｎ番目の行の画素４の有機ＥＬ素子４０と、ｎ＋１番目の行の画素４の有
機ＥＬ素子４０とが同時に発光する。
【０１６１】
　以上のように、本実施の形態では、データ線７０には、複数の画素４の行毎の信号電位
が、１水平期間毎に順に設定され、連続する２水平期間はそれぞれ、データ線７０に信号
電位が設定される第１期間３０１を含み、２水平期間の一方は、さらに、データ線７０に
リセット電位が設定される第２期間３０２を含み、２水平期間の他方は、さらに、７０デ
ータ線に逆バイアス電位が設定される第３期間３０３を含む。
【０１６２】
　また、例えば、本実施の形態では、データ線７０は、１水平周波数（１／１Ｈ）の２倍
の周波数で駆動される。すなわち、データ線７０は、２倍駆動される。
【０１６３】
　これにより、電圧制御回路８は、第１電位と第２電位との２値で電源線８０を駆動すれ
ばよく、データ線駆動回路７は、２倍の周波数でデータ線７０を駆動すればよい。したが
って、データ線７０を３倍の周波数で駆動する場合に比べて消費電力を抑制することがで
きる。また、電源線８０を３値駆動する場合に比べて、電圧制御回路８を簡易な構成で実
現することができ、コストの増加を抑制することができる。
【０１６４】
　なお、本実施の形態では、電圧制御回路８は、電源線８０を２行毎に電位の設定を行っ
たが、３行毎又は４行毎の様に、ｍ行毎（ｍ≧２の自然数）に電位の設定を行ってもよい
。具体的には、Ｖｔｆｔ（ｎ）～Ｖｔｆｔ（ｎ＋ｍ－１）に示すように、ｎ番目～ｎ＋ｍ
－１番目の行の電源線８０には、同じタイミングで同じ電位が設定される。この場合、信
号電圧の書込み期間を除く、放電期間、容量リセット期間、逆バイアス印加期間及び発光
期間について、ｎ番目～ｎ＋ｍ－１番目の行が同時に行われることになる。つまり、本実
施の形態では、発光ステップと、リセットステップと、逆バイアス印加ステップとが、複
数行において同時に実行されてもよい。
【０１６５】
　これにより、電圧制御回路８は、電源線８０の制御を複数行まとめて行うことが可能に
なるので、回路規模を削減することが可能となり、電源線８０を行毎に駆動する場合に比
べて、電圧制御回路８を簡易な構成で実現することができ、コストの増加を抑制すること
ができる。
【０１６６】
　（実施の形態４）
　以下では、実施の形態４に係る有機ＥＬ表示装置及びその駆動方法について説明する。
【０１６７】
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　なお、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置の構成、及び、画素の構成は実施の形態１
と同様であり、その駆動動作が異なっている。したがって、以下では、各構成の説明は省
略し、駆動動作を中心に説明する。
【０１６８】
　本実施の形態では、実施の形態１の動作に加えて、駆動トランジスタ４１の閾値電圧の
検出を行う点が異なっている。
【０１６９】
　図１０は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の動作を示すタイミ
ングチャートである。図１１Ａ及び図１１Ｂは、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１
における画素４の動作を示す状態遷移図である。
【０１７０】
　具体的には、図１０は、上から順に、電源線８０に設定される電位“Ｖｔｆｔ”、デー
タ線７０に設定される電位“Ｖｄａｔａ”、スキャン線６０に供給されるスキャン信号“
Ｓｃａｎ”、並びに、駆動トランジスタ４１のゲート電位（太実線）及びソース電位（細
実線）を示している。
【０１７１】
　電源線８０には、第１電位Ｖｔｆｔ＿Ｈと、第２電位Ｖｔｆｔ＿Ｌとが選択的に設定さ
れる。具体的には、発光期間と閾値検出期間とには、Ｖｔｆｔ＿Ｈが設定され、閾値検出
期間を除く非発光期間には、Ｖｔｆｔ＿Ｌが設定される。
【０１７２】
　データ線７０の駆動タイミングは、実施の形態１と同様である。
【０１７３】
　＜～時刻ｔ３１：発光期間＞
　図１０に示す発光期間（～時刻ｔ３１）では、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｈが設定されて
いるので、図１１Ａの（ａ）に示すように、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば
５Ｖ）に応じた電流が駆動トランジスタ４１を介して有機ＥＬ素子４０に流れる。これに
より、有機ＥＬ素子４０は高輝度で発光する。このとき、有機ＥＬ素子４０のアノード電
位、すなわち、駆動トランジスタ４１のソース電位は７Ｖであり、駆動トランジスタ４１
のゲート電位は１２Ｖである。
【０１７４】
　＜時刻ｔ３１～ｔ３２：放電期間＞
　次に、時刻ｔ３１で、電源線８０にＶｔｆｔ＿Ｌを設定することにより、有機ＥＬ素子
４０の発光を終了する。Ｖｔｆｔ＿Ｌは、例えば、－５Ｖである。
【０１７５】
　時刻ｔ３１では、駆動トランジスタ４１のゲート電位が１２Ｖであり、ドレイン電位が
１Ｖになるので、駆動トランジスタ４１は導通し、保持容量４２に保持された信号電圧が
駆動トランジスタ４１を介して電源線８０に抜けていく。電荷の抜けによって、保持容量
４２の両端の電位が下がり、図１１Ａの（ｂ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲ
ート電位が０Ｖ、ソース電位が－５Ｖになる。
【０１７６】
　＜時刻ｔ３２～ｔ３３：容量リセット期間＞
　時刻ｔ３２で、図１１Ａの（ｃ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号４１１
を供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１
のゲートにリセット電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され、
かつ、データ線７０はリセット電位（具体的には、２Ｖ）に設定されている。
【０１７７】
　このとき、駆動トランジスタ４１のゲートとドレインとの間には７Ｖの電圧が印加され
るので、駆動トランジスタ４１のソース－ドレイン間が導通する。ただし、保持容量４２
及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量に保持されていた電荷は、放電期間（時刻ｔ１～ｔ２）
によって電源線８０に放出されているので、実際には、リセット期間では電荷の流れはな
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く、駆動トランジスタ４１のソース電位は、Ｖｔｆｔ＿Ｌ（－５Ｖ）に維持されたままで
ある。
【０１７８】
　すなわち、実施の形態１と同様に、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容量はリ
セットされるので、リセット期間を設ける必要はないが、各画素４にどのような階調の信
号電圧が書込まれるかは不明であるために、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の寄生容
量を確実にリセットするためには、リセット期間は必要となる。
【０１７９】
　＜時刻ｔ３３～ｔ３４：逆バイアス印加期間＞
　時刻ｔ３３で、図１１Ａの（ｄ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号４１２
を供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１
のゲートに逆バイアス電位を供給する。このとき、電源線８０はＶｔｆｔ＿Ｌに設定され
、かつ、データ線７０は逆バイアス電位（具体的には、－１５Ｖ）に設定されている。
【０１８０】
　具体的には、図１１Ａの（ｄ）に示すように、駆動トランジスタ４１のゲート－ソース
間には－１０Ｖの逆バイアス電圧が印加される。これにより、駆動トランジスタ４１の閾
値電圧の経時変動を抑制することができる。
【０１８１】
　＜時刻ｔ３４：閾値電圧の検出準備＞
　時刻ｔ３４で、図１１Ｂの（ｅ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号４１３
を供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、駆動トランジスタ４１
のゲートにリセット電位（具体的には、２Ｖ）を供給する。これにより、駆動トランジス
タ４１のゲート－ソース間に閾値電圧以上の電圧が印加されて、駆動トランジスタ４１が
導通する。これにより、駆動トランジスタ４１のソース電位が電源線８０と同じ－５Ｖに
設定される。
【０１８２】
　＜時刻ｔ３５～ｔ３７：閾値電圧検出期間＞
　時刻ｔ３５で、図１１Ｂの（ｆ）に示すように、電源線８０がＶｔｆｔ＿Ｈに設定され
、かつ、データ線７０がリセット電位に設定された状態で、スキャン線６０にスキャン信
号４１４を供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させる。これにより、駆動ト
ランジスタ４１のゲート－ソース間に閾値電圧以上の電圧が印加されて、駆動トランジス
タ４１が導通し、電源線８０から保持容量４２に電荷が供給される。
【０１８３】
　ここでは、図１０に示すように、複数回、具体的には、時刻ｔ３５、ｔ３６及びｔ３７
の３回、スキャン信号４１４～４１６を供給する。これにより、保持容量４２に、駆動ト
ランジスタ４１の閾値電圧を保持させることができる。なお、スキャン信号を供給する回
数はこれに限らず、例えば、１回でもよい。
【０１８４】
　＜時刻ｔ３８：信号電圧の書込み＞
　時刻ｔ３８で、図１１Ｂの（ｇ）に示すように、スキャン線６０にスキャン信号４１７
を供給して、スイッチングトランジスタ４３を導通させることで、保持容量４２に信号電
圧を書込む。このとき、電源線８０がＶｔｆｔ＿Ｈに設定され、かつ、データ線７０が信
号電位に設定されている。
【０１８５】
　なお、このとき、信号電圧と駆動トランジスタ４１の移動度とに応じた電流が、電源線
８０から保持容量４２に流れ込み、保持容量４２に書込まれた信号電圧が流れ込んだ電流
に応じて変動する。つまり、移動度補正を行うことができる。
【０１８６】
　＜時刻ｔ３９～：発光期間＞
　時刻ｔ３９で、スイッチングトランジスタ４３が非導通になった後、図１１Ｂの（ｈ）
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に示すように、電源線８０から駆動トランジスタ４１を介して有機ＥＬ素子４０に電流が
供給される。これにより、保持容量４２に保持された信号電圧（例えば５Ｖ）に応じた電
流が流れて、有機ＥＬ素子４０は発光する。
【０１８７】
　以上のように、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置１の駆動方法は、さらに、逆バイ
アス印加ステップの後に駆動トランジスタ４１の閾値電圧を検出する閾値検出ステップを
含む。
【０１８８】
　これにより、駆動トランジスタ４１の閾値電圧の検出を行うので、適切な信号電圧を保
持容量４２に書込むことができる。したがって、表示領域２内での表示のばらつきなどを
抑制することができる。
【０１８９】
　（実施の形態５）
　以下では、実施の形態５に係る有機ＥＬ表示装置及びその駆動方法について説明する。
【０１９０】
　なお、本実施の形態では、有機ＥＬ表示装置の構成、及び、画素の構成は実施の形態１
と同様であり、その駆動動作が異なっている。したがって、以下では、各構成の説明は省
略し、駆動動作を中心に説明する。
【０１９１】
　上述した実施の形態１～４では、逆バイアス電圧が一定値である例について説明した。
逆バイアス電圧を印加した場合、閾値電圧が負シフトする。これを利用して、上述した実
施の形態１～４では、発光期間中に正シフトした閾値電圧を負シフトさせることで、閾値
電圧の経時変動を抑制することができる。
【０１９２】
　しかしながら、逆バイアス電圧を印加しすぎた場合、場合によっては、閾値電圧が負に
シフトしすぎる場合がある。例えば、ほとんど黒表示で正バイアスが０Ｖに近い画素に対
して、常に－１０Ｖの逆バイアス電圧を印加し続けた場合、駆動トランジスタ４１の閾値
電圧は負にシフトする恐れがある。閾値電圧が負にシフトした場合、周囲の画素よりも明
るく発光し、逆焼付きを引き起こす恐れがある。
【０１９３】
　そこで、本実施の形態では、逆バイアス電圧を信号電圧（すなわち、正バイアス電圧）
に応じた値に決定する。
【０１９４】
　これにより、正バイアス電圧に応じた負バイアス電圧を印加することで、駆動トランジ
スタ４１の閾値変動を適切に抑制することができる。つまり、負にシフトしすぎないよう
にすることができる。
【０１９５】
　図１２は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１における画素４の高階調発光時の動
作を示すタイミングチャートである。図１３は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１
における画素４の低階調発光時の動作を示すタイミングチャートである。
【０１９６】
　図１２に示す例では、時刻ｔ１以前は、ゲート電位が１２Ｖで、かつ、ソース電位が７
Ｖであるから、保持容量４２に５Ｖの信号電圧が書込まれた状態で、有機ＥＬ素子４０が
発光している。この場合において、時刻ｔ３～ｔ４の逆バイアス印加期間では、ゲート電
位が－４Ｖで、かつ、ソース電位が１Ｖであるから、駆動トランジスタ４１のゲート－ソ
ース間には、－５Ｖの逆バイアス電圧が印加されている。
【０１９７】
　図１３に示す例では、時刻ｔ１以前は、ゲート電位が９Ｖで、かつ、ソース電位が６Ｖ
であるから、保持容量４２に３Ｖの信号電圧が書込まれた状態で、有機ＥＬ素子４０が発
光している。この場合において、時刻ｔ３～ｔ４の逆バイアス印加期間では、ゲート電位
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が－２Ｖで、かつ、ソース電位が１Ｖであるから、駆動トランジスタ４１のゲート－ソー
ス間には、－３Ｖの逆バイアス電圧が印加されている。
【０１９８】
　以上のように、例えば、本実施の形態では、逆バイアス電圧は、対応する画素４に供給
される信号電圧に基づいて決定される。
【０１９９】
　具体的には、逆バイアス電圧と、対応する画素に供給される信号電圧とは、正の相関関
係を有する。例えば、対応する画素に供給される信号電圧が大きい程、大きい逆バイアス
電圧を印加する。
【０２００】
　ここで、信号電圧は、例えば、図１２及び図１３に示したように、逆バイアス電圧を印
加する直前のフレームの信号電圧である。この場合、有機ＥＬ表示装置１は、直前のフレ
ームの信号電圧を記憶するためのメモリを備える。
【０２０１】
　あるいは、信号電圧は、逆バイアス電圧を印加する直後のフレームの信号電圧でもよい
。この場合、有機ＥＬ表示装置１は、信号電圧を記憶するためのメモリを備えなくてもよ
いので、コストを削減することができる。
【０２０２】
　なお、図１２及び図１３では、逆バイアス電圧の絶対値は、信号電圧の絶対値に等しい
例について示したが、これに限らない。例えば、信号電圧の範囲毎に、逆バイアス電圧が
段階的に設定されてもよい。つまり、逆バイアス電圧は、離散的な複数の値に設定可能で
もよい。
【０２０３】
　例えば、０Ｖ～１０Ｖの信号電圧に対応して、信号電圧が０Ｖ～３Ｖの場合に逆バイア
ス電圧は－２Ｖ、信号電圧が３Ｖ～７Ｖの場合に逆バイアス電圧は－５Ｖ、信号電圧が７
Ｖ～１０Ｖの場合に逆バイアス電圧は－１０Ｖに設定してもよい。これにより、データ線
駆動回路７のビット数を削減することができる。
【０２０４】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態を説明した。し
かしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、
省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態で説明した各構
成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【０２０５】
　そこで、以下では、他の実施の形態を例示する。
【０２０６】
　例えば、上記実施の形態では、本開示に係る表示装置として、有機ＥＬ素子４０を発光
素子として備える有機ＥＬ表示装置１について説明したが、本開示はこれに限らず、電流
駆動型の発光素子を備える表示装置であればよい。
【０２０７】
　例えば、本開示に係る表示装置における画素４の回路構成は、上記した回路構成に限ら
ず、他の構成を有する回路構成であってもよい。また、画素４の動作は、上記したタイミ
ングチャートに示した動作に限らず、他の動作であってもよい。また、画素４における各
トランジスタは、Ｐチャネル型のトランジスタであってもよいし、Ｎチャネル型のトラン
ジスタであってもよい。
【０２０８】
　また、例えば、上記回路構成と同様の機能を実現できる範囲で、ある素子に対して、直
列又は並列に、トランジスタ、抵抗素子、又は容量素子等の素子を接続したものも本開示
に含まれる。言い換えると、上記実施の形態における「接続される」とは、２つの端子（
ノード）が直接接続される場合に限定されるものではなく、同様の機能が実現できる範囲
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において、当該２つの端子（ノード）が、素子を介して接続される場合も含む。
【０２０９】
　また、上記で用いた数字は、本開示を具体的に説明するために例示するものであり、本
開示は例示された数字に制限されない。
【０２１０】
　また、例えば、上記実施の形態では、画素４がいわゆる２Ｔｒ１Ｃの回路構成を有する
例について説明したが、これに限らない。例えば、保持容量４２及び有機ＥＬ素子４０の
寄生容量の電荷をリセットするためのリセットトランジスタなどを備えてもよい。
【０２１１】
　また、表示装置に含まれる特徴的な制御部としてコンピュータを機能させるためのプロ
グラム、又は、駆動方法に含まれる特徴的なステップをコンピュータに実行させるプログ
ラムとして実現することもできる。そして、そのようなプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃ
ｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のコンピュータ読取可
能な非一時的な記録媒体やインターネット等の通信ネットワークを介して流通させること
ができるのは、言うまでもない。
【０２１２】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面及び詳細な説明を提供した。
【０２１３】
　したがって、添付図面及び詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のため
に必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でな
い構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な
説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であ
るとの認定をするべきではない。
【０２１４】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請
求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこと
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　本開示に係る表示装置及びその駆動方法は、例えば、図１４に示されるようなテレビな
どのフラットパネルディスプレイなどの表示装置に利用することができる。
【符号の説明】
【０２１６】
１　有機ＥＬ表示装置
２　表示領域
３　制御部
４　画素
５　タイミング制御回路
６　走査線駆動回路
７　データ線駆動回路
８　電圧制御回路
４０　有機ＥＬ素子
４１　駆動トランジスタ
４２　保持容量
４３　スイッチングトランジスタ
６０　スキャン線
７０　データ線
８０、８１　電源線
１０１、２０１、３０１　第１期間
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１０２、３０２　第２期間
１０３、２０３、３０３　第３期間
１１１、１１２、１１３、２１１、２１２、２１３、２１４、３１１、３１２、３１３、
３１４、４１１、４１２、４１３、４１４、４１５、４１６、４１７　スキャン信号

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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